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Kenndaten

Grenzdaten

Germanium pnp transistor
for AF power stages

till to'60 W (matched pairs
can be delivered)

GréBe - Outlines 3

T
ype Typical characteristics Maximum ratings
AC7S Il mmsovies o | dm - sy
. . = el Ycg = e = m CER =
Germanium-npn-Transistor Ugg = 400 mV bei Ugy =1V, I = 300 mA bei -Up =1V
for Endstufenﬁmnﬂere.r Leistung fB = 20 kHz bei Ugg =2V, Ig = 10mA Uogo = 18V
Komplementar-Transistor lcgo = 10wA bei Ugg =6V Uggg = 10V
zu AC 117 - | = 2A
CM -
Germanium npn transistor Ptot = L1W
for medium power stages bei t e = 45°C
complementary type to AC 117. t = 90°C
Grobe - Outlines 1
AC 178/AC 179 B =18  bei Ugg=2V, lg=150mA AC178  ACI79
pnp npn Ugg = 180 mV bei Ugg=6V, Ig= 5mA| Usgg = -30 20 V
: Ucey 2V
Germanivm-Komplementar- AC178 . bei -Ugg =21V .
Pdarchen fir Endstufen “lgpo = 6wA bei -Ugg =6V Uggg = -18 15V
mittlerer Leistung fg = 10kHz bei -Ugp =2V, -IC= 10mA | yo o0 =-10 0 Vv
Germanium complementary AC179 :,CM __: ? :? A
pair for medium power lcpo = 10pA bei Ugg =6V t%tei A ’450C 1w
stages fﬁ = 20 kHz bei UCE =2V, IC = 10 mA ’j Casf__ %0 90 oC
Grofe - Outlines
AC178 AC179
1 1
B =100 bei Ugg =2V, lg= S0mA | Uggg = 30V
AC186 B =120 bei Ugg =2V, Ig =150 mA Uggy = 30V
Germanium-npn-Transistor Ugg = 250 mV  bei Ugp =2 V, lg= 5 mA bei Ugp =21V
for Endstufen kleiner Leistung | f3 = 20 kHz bei Ugp =2V, Ig= 10mA | Uggg = 18V
Komplementér-Typ zu AC 131 lggo = 10wA bei Ugp = Uggop = 10V
e = 12A .
Germanium npn transistor - Piot = 750 mW
for medium power stages bei txinlschelle = 45°C
Complementary type to AC 131 cooling fin
5 = 90 °C
GréBe - Outlines 2
B =625 bei -Ugp =15V, -lg=05A -Ugpg = 4V
AD 138 . B = £ bei -Ugp =15V, <lg= 5A |-Uggg = 30V
(%ermamum-pnp-Trcmszor -Upg = 03V bei -Ugg =15V, ~lg= 05A |-Upgg = 10V
fL{r Endstufen grofier Leistung -Upp = 07V bei -Ugp =15V, -lg= 5A | -loy = 15A
bis zu 60W fg = 55khz bei -Ugg= 6V, -lg=05A | Pg, p beiteg, =45°C
lals Parchen lieferbar) -lggo = 01 mA bei -Ugg= 30V = 30 W

90 °C




Kenndaten

Typical

characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

AD 139

Germanium-pnp- ~
NF-Leistungstransistor
{als P&rchen lieferbar)

Germanium pnp

AF power transistor
(matched pairs can be
delivered)

Gréfe - Outlines 4

43 bei Ugg = 0, Ip= 1A
3 bei -Uog = 0, Ip= 3A

bei
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bei

“Ugp = 1V, Ig= 1A
“Ueg = 2V, -lg=0,1A
-Ugg = 10V

w
N

" SP<<N <<

“Ueso

“Ucey
bei +U

“Ucko

I
5]

o

(=
v
<

I
“w3x

AD 149

Germanium-pnp-Leistungs-
transistor fir hochwertige
NF-Endstufen

(als Parchen lieferbar)

Germanium pnp power
transistor for high quality
AF power stages
(matched pairs can be
delivered)

GréBe + Outlines 3

bei
bei
bei
bei
bei
bei

AD 152
AD 155

Germanium-pnp-Transistor
fir Endstufen mittlerer Leistung
(als Parchen lieferbar)

Germanium pnp transistor
for medium power stages
{matched pairs can be
delivered)

Grobe - Outlines
AD 152 AD 155
4 4

-lg= S0mA
-l = 300 mA

-lg= S0mA
-l = 300 mA

-lg= S0mA
-1 = 300 mA
-lg = 10mA

AD 152 AD 155
-Uggg = 4 25V
Uogr = 45 25
bei Rpp = 500 ©
= 12 12

AD 159
AD 160

Germanium-pnp-Transistor
als Schalter in Blitzlichtgerdaten

Germanium pnp transistor
for electronic flush lamps

Grofe + Outlines
AD 159 AD 160
5 5

83 bei
48 bei

= 155 bei

105 bei
45 bei

=03V bei
=06V bei

8 kHz bei

= 08 mA bei

“Ugp =05V, -lg =05A
“Ugp =05V, -lg= 5A

“Ugg =05V, -lg=05A
“Ugp =05V, -lg= 5A
“Ugg =05V, -lg= 10A
“Ugp =05V, -lg=05A
“Ugp =05V, -lg= 5A
“Ugg = 6V, -lg=05A
“Ugp = 40V

AD 159 AD 160
Uepo = 4 40
bei Ugp 21V
Ugpo = 25 30
Ygpo = 10
“Ig 8§ 10
Pt = 7 ?
bei toage =

1 = 90 90
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

BC107 -
BC 108
BC 109

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-Transistor fir
NF-Vorstufen.
Collector mit Gehduse
verbunden

Silicon npn epitaxial
planar transistors for
AF pre-stage.

Collector connected to case

Créfe - Outlines
BC107 BC108 BC109
é 6 6

BC 107 BC 108 BC 109
B = 125..500 125...500 240...900
betUgp =5V, Ig=2mA
lcpo = 07 1 1A
. bei Ugg = 20V
Fos6 6 dB

beiUgp =5V, Ig=02mA, f=1kHz, Rg =2ka

F < 4 dB
bei Ugp =5V, lg=02mA, f=230...15000 Hz, Rg =2k

fp = 300 MHz bei Ugp =5V, =10 mA

BC107 BC108 BC109
Uggo= 4 20 20V
Uggo= 5 5 S5V
100 100 100 mA

I

I
C

Piot = 300 300 300 mW
tj =175 175 175 oC

J

y74%

R

| BC129

BC129
BC 130
BC 131

Silizium-npn-Epitaxial-
Planar-Transistor fir
NF-Vorstufen.
Collector nicht mit
Gehduse. verbunden

Silicon npn epitaxial
planar transistors for
AF pre-stage.
Collector isolated from
case

GréBe - Outlines
BC 130 BC 131
6 é 6

BC 129 BC 130 BC 131

B = 125..500 125...500 240...900
bei UCE=5V, IC=2mA N
1n
lcgo = 07 1
oBO bei Ugg = 20V
Fo<s6 6 dB
" beiUgg =5V, Ig=02mA, f=1kHz, Rg=2ke

Foo< © 4 dB
bei Ugg =5V, Ig=02mA, f=30..15000 Hz, R =2 k&

fp =300 MHz beiUgg =5V, Ig=10mA

Uggo= 4 20 20V
Ugpo = 5 5V
Ig =100 100 100 mA
Py = 175 175 175 mW|
fj =15 150 150 °C




Type Kenndaten Grenzdaten
§ Typical characteristics Maximum ratings
AF 137 B = 60 bei -Upgg =6V, ~lg=1mA -Usgp = 25V
fp = 35 MHzbei -Ugg =6V, -Ig=1mA -Uggr = 18V
Germanium-pnp-Drift- rihe Choe = 25 ps bei “Uppr =6V, -l =1mA, f=30 MHz bei Rpp = 30 kQ
bb " “~bre CE C BE
Transistor fir ZF-Verstarker 'ICBO = 3pA bei-Ug=6V ’ -Uggo =07V
in FM/AM-Empfa =
in PM/AM-Empfangern | v porameter: -Ugg = 6V, ~Ig = 1 mA, = 107 MHz Porm = 60V
Gerrqanium pnp drift g =333 mS Che = 18pF 9o =125 18 ts am__‘_) 75 °C
transistor for IF amplifier | . = 175 pF 1¥ee] = 36 mS C = 3,4 pF .
in FM/AM receiver g:: =143 uS ‘Pffz = -18° 08
Gréfe - Outlines 8 Y-Parameter: -Ugg = 6V, -l = 1 mA, f =25 MHz
Gie = 62518 e = 188 Goe = 05uS
Cie = 185 pF Ce =185pF Coe = 34pF
IVge] = 38 mS
AF 138 B = 100 > 60 bef Ugg=6V. -lg=1mA Uopp = 25V
) . fp = 40 MHz bei -Ugg =6V, ~lg=1mA -Usgr = BV
Germ.amum“-pnp-Drlfr- Thpr * Cpre = 25 ps bei "UCE =6V, -lg= 1 mA, f=230 MHz bei Rgp = 30 kQ
Transistor fir geregelte ~lego = 1.5<3 pA bei -Ugg =6V ~Uggg = 07V
Stufen in ZF-Verstarkern : P E = 60 mW
- = - == = +-
Germanium pnp drift Y-Parameter: -Ugg =6V, -lg=1mA, f 10,7 MHz bei t, = 45 °C
. = (o]
transistor for AV(; g = 25mS Che = 18pF goe =12518 t 75 °C
comrollfad stage in Cie = 150 pF [Vie] = 36 mS Coe = 33 pF
IF amplifier g, =133 1S oqe =-17.5°

Groéfe - Outlines 8

B = 50 bei -Upp =12V, -l =1,5mA -Ug = 20V
AF 139 B = 5 bei —Ugg = 6V, —Ig = 2mA —UCI::g = 15V
Germanium-pnp-Mesa- B = 75 bei -Ugg = 6V, -lg= $§ mA -Uggo = 03V ’
Transistor fur Vor-, Misch- fp = 500 MHz bei -Ugg = 12V, -Ig =15 mA -lg = 8 mA i
und Oszillatorstufen fnax = 2,6 GHz bei _UCE =12V, -lg= 1,5 mA Ptot = 60 mW o
bis 860 MHz F = 75dB bei -Ugg=12V, -lg=15mA, f=800 MHz bei t,up = 45.°C
. o’ * Cp'e = 3 ps bei “Ugg =12V, -lg=15mA, = 25MHz | t; = 90 °C
Germanium pnp mesa “lggo = 07 A bei -Ugg =20V
transistor for pre-stages
mixer and oscillator
up to 860 Mc/c B .
Grofe - Outlines 7
BF110 B > 30 bei Ugg =10V, lg=10mA Uggs = 150V
Silizium-npn-Planar- f’l‘ = 150 MHz bei UCE =10V, 'C =10 mA bei Rpp = 1kQ
Transistor fir Cre = 15pF beilUgg=10V Uggo = 35V
Video-Endstufen lcgo S 0,1 pA beiUcgpg = 140V g = 40 mA
. Piot =25W
Silicon npn planar : bei togee = 25 °C .

transistor for ' t = 175 °C
video power stages .

GroéBe - Outlines 9 ‘ |
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Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BF 114 B > 30 bei Ugg =10V, Ig=10mA Uggo = 180V
fp > 80 MHz bei Ugg =10V, Ig=10mA CER = 145V
Silizium-npn-Planar- bh' Cb < 150 ps bei UCB 0V, Ig=10 mA, f=232MHz bei Rgp =1 kQ
Transistor fir Video- lepo £ 01 nA  bei Ugg =100V Uggo = §V
Endstufen ] IPC = 40 mA
Silicon npn planar tgtei t B 3'35\/!(:
transistor for video power t case 175 °C
stages i :
Grofe + Outlines 10
fp = 230 MHz bei Ugg =10V, ~lg=1mA Uggg = 30V
Silizium-npn-Epitaxial- F = 36dB bei Ugg =10V, ~Ig=1mA, f=100 MHz Ugpo = 4V
Planar-Transistor fir Cre =-0,55pF bei Uop = 10V, I =1mA IC = 30 mA
HF-Anwendungen lggo = 0.5mrA bei Ugp =10V, typ, = 175 °C Piot = 145 mW
- o bei t,np, = 45 °C
Silicon npn epitaxial t 175 °C

planar transistor for
high frequency

Grofe -

Outlines 11

BF 167

B = 57 bei UCB 10 V _IE =4 mA UCBO = 40V
Ugg = 07V  beiUgp= 0V, -lp =4mA Uggp = 30OV
Silizium-npn-Planar- fp = 330 MHzbei Ugg =10V, ~Ip =4 mA Uggo = 4V
Transistor fir Cre =-0,15pF beiUpg = 10V, —IE =1mA IC = 25 mA
Regelstufen in Piot = 130 mW
FS-ZF-Verstarkern bei t,p = 45.°C
- 5 = 175 °C
Silicon npn planar
transistor for gain
control stages
in TV-IF amplifier
GréBe - Ovutlines 11
BF 168 B = 100 bei Ugp =20V, =l =7 mA Uggo = 50V
Ugg = 07V  beilUgp = 20V, —IE =7 mA Uggo = 0V
Silizium-npn-Epitaxial- fp = 550 MHz bei Ugp = 10V, -lg=5mA Uggo = 4V
Planar-HF-Transistor fir Creo =-0,28pF beilUgg =10 V, -lp =1 mA I = 25 mA
Fernseh-ZF-Verstarker ‘CBO = 03uA bei UCB =20V, 1t ;= 175 °C ot = 260 mW
Oy

Silicon npn epitaxial
planar RF transistor
for TV IF amplifier

GréBe - Outlines 11
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Type Kenndaten " Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
ASY 28 QSY 28 o boi U ASY 28 ASY 29
= ei = 0V, =-lp= 20mA | U = 30 25
iUcp E CBO \
ASY 29 - B = 40 bei Uog = 0V, =lg =100 mA Usgg = 15 15V
Germanium-npn-Schalt- UgEgag™= 150 mV be'i g = 2mA, lg = 50 mA Ugpp = 20 20 V
Transistoren UpEsut=400 mV bei lp = 24mA, Ig= S0mA | Iy = 200 . 200 mA
Komplementéar-Typ zu ~fp =55 MHz bef Ug= SV, lg= 8mA | P, = 75 75 mW
ASY 26 und ASY 27 lcgo = 15wA beiUgg = 5V bei 1,y = 45 °C
) . ASY 29 ’j = 75 75 °C
Gern'!c:mum npn switching B = 75 bei Usg = 0V, -lg = 20mA
:rans;sfo/{Schgéplememcry B = 55 bei UCB = 0V, -lp=100mA
ype to and ASY 27 | Ugpgay= 150 mV  bei I =125mA, Ig= 5 mA
Grébe - Outlines UBEsat=400 mV  bei Iy =155mA, Ig= 50mA
ASY 28 ASY 29 fp = 10 MHz bei Ugp = 5V, Ilg= 3mA
10 10 lcBo = 1.5 wA  bei Uog = 5V
Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes
bei Stromsteuerung
Turn on time constant at constant base current
T = 15ps ‘bei “Ugg =075V, -lg=25 mA
Einschalt-Zeitkonstante des Ausgangsstromes
bei Spannungssteuerung
Turn on time constant at constant B-E voltage
T =012 us bei -Upp =075V, “lg= 1mA
Ubersteverungszeitkonstante
Charge storage time constant
Ts = 1us bei —IB = 1mA, -lp=0
ASY 30 B = 90 bei -Ugg =055V, -lg= 4mA -Uggg = 5OV
. B = 65 bei -—UCE =05V, —IC =200 mA CEO = 25V
Germanium-pnp-Drift- _UCEsat= 180 mV bei _'B = 20 mA, -|C=200 mA _UEBO =07V
Transistor fir schnelle ~Upgsat= 570 mV - bei ~lg = 20mA, ~lg=200mA|-lgy = 250 mA
Schalter kleiner Leistung fpe = 2 MHzbei Ugp =025V, -lg= 4mA| Po g = 200 MW
Germanium pnp drift ~lggpo = 2pA be'{ Ugg= 6V bei TC*lse = 15 °C
transistor for little power |~'cRo = 3 wA bei -Ugg= 30V fj = 8=C
fast switching Schaltzeiten im nicht Obersteverten Zustand
. : Switching time in non-saturated circuits
Grébe + Outlines 24 Stromkonstante Einspeisung + Constant current
bei ~Ugg =1V, —lg = 250 mA, Rz = 1kQ
t = 1,1 ps
te = 1,3 ps
Spannungskonstante Einspeisung - Constant voltage
bei -Ugg =1V, ~lg =250 mA, Rg =2Q
ty =0,75 ps
te =0,09 ps
AUY 28 B = 33 bei -Ugp =15V, -lg=5A “Uggg = 0V
] ) —UCEsat= 0,25V bel —IB =0,6A, "lC =6A _UCEO i 65V
Germanium-pnp-Leistungs- | ~Uppgag= 0.6 V be! -lg =06A, -lg=6A “Ugpop = 5V
Schalttransistor fIT = 250 kl:\z l;e! —lLJJCE = 'Z‘x, —IC =1A -LCM = ;g C\/
Germanium pnp transistor _ICBO ; 228 MA b:; :UCB ; 75V Cb;iE:f - = 45 oC
for power switching CBO " CB case —
. s ty = 90 °C
Gribe - Outl 5 Schaltzeiten - Switching times i
réfe - Outlines -
“lg=5A, Ig, =100mA, { =2
tr = 10 ps ty = Sus fp = 10 us
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Kenndaten

Type Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
BFY 27I2N9]5 ?J = 40..160  bei Ugp = 5V, lg=10mA Usgp = 70V
Silizium-npn-Planar- UCEsat< M bef lp = ImA, Ig=10mA Ucgp = 0V
- Loranar BEsat< 0.9 bei | = 1mA, Ig=10mA u = 5V
Transistor for nichtiber- f i - = EBO
T > 250 MHz  bei Ugp =15V, lg=10mA P = 320 mW
steverte Schalter, Ver- | < 10 nA bei u =60V C+E = o
stdrker und Oszillatoren < CBO CE t bei famb 450CC
5 =
Silicon npn planar
transistor for non-saturating
switching circuits, amplifier
and oscillator circuits
Grofe - Outlines 12
BFY 65 UB > 328 v l;ei lIJCE =(:(;V,A IIO = gmﬁ BFY 65 BFY 80
CEsat™ m ei lg =02mA, Io=2m UCBO=1OO 100 V
BFY 80 loo = 50 nA bei Ugp = 75V UGgr = %0 %0V
Silizium-npn-Planar- fp = 50 MHz bei Ugg = 10V, I =10mA bei Rgp; =1 k@
Transistor zur Ansteuerung Uggp = 7 7V
von Ziffernanzeigeréhren I = 50 50 mA
Piot = 565 260 mW,

Silicon npn planar
transistor for Nixie driver

Gréfe - Outlines
BFY 65 BFY 80
10 6

ts =

175 175 °C

B > 2 bei Usp = 1V, lg= 3mA Uggo = 30V
BFY 66/2N 918 fp > 600 MHz bei Ugg= 0V, lg= 4 mA Uggo = 18V
Silizium-npn-Planar- Cop S 17 pF beilUgg=10V, Ig= 0 Uggo = 3V
Epitaxial-Transistor fir UCEsatg 04V  beilg = 1 mA, 'C = 10 mA Piot ] = 200 mW
for UHF-Verstdrker und lcgo S 10nA bei Ugg =15V - bei typ =25°C
Oszillatoren 1 = 200 °G
Silicon npn planar
epitaxial transistor for UHF
amplifier and oscillator
circuits
Grobe - Outlines 7

i > 40 beiUop= 1V, lg= 05mA Ucso 25V
BFY 69 A B > 5 bei Ugg =1V, IC = 10 mA Uggo = 1BV
BFY 69B UCReatS250 mV beilg = 2mA, Ig= &0 pA Ugpo = 5§V
Silizium-Epitaxial-npn- fp 2 20 MHzbeiUgg= 1V, Ig= 05 mA Piot = 60 mW
Planar-Subminiatur- lggo S 50 nA beiUgg=18V bei tymp = 45ZC
Transistor fir Kleinstgerdte Ig=025mA, f=1kHz | t; = 150 °C

Silicon npn planar
transistor in miniature
cases for very small sets

Gréfe « Outlines
BFY 69 A BFY 69 B
14 15

F = 5dB beiUsg =05V,




Dioden fiir industrielle Anwendung - Diodes for industrial application

§ Type Kenndaten Grenzdaten
Typical characteristics Maximum ratings
AA 135 OA 180 Up =055V bei lp = 100 mA ’ AA 135 OA180
Ig = 1L5uA bei Ug = 1,5V Ug = 20 2V
Germanium-Golddraht-Diode Ig = 35uA bei Ug = 10V UrnM = 30 30V
mit kleinem DurchlaBwiderstand 0 = 150 120 mA
Schaltdiode IryM = 500 400 mA
Py bei t, = 45°C
Germanium gold bonded diode =100 ° 100 mW
with low forward resistance t; = 100 100 °C
Grobe « Outlines
AA135 OA180
17 16
AA136 OA182D Up =035V beily = 10mA Ug = 50V
, Up =055V bei Iy =100 mA Ugy= 60V
Germaniym- ) Ik =35wA beiUp= 10V lp =150 mA
Universal-Kleinflachen-Diode lR = 8uA bei UR = 50V IFM = 500 mA
Germanium general purpose Py =100 mW beit,,=45°C
small junction diode t;  =100°C
Grofe - Outlines
AA136 OA182D
17 17

AAZ 10 : lp = 1mA beiUp= 1V Ug = 25V
Ig = 13pA bei Uy = 10V Upy= 30V
Germanium-Schaltdiode Ig = 60uA bei Ugp = 25V lo = 20mA
Ipp = 30 mA
Germanium switching diode bei Umschaltung von Ip = 30 mA Py = 80 mW beit, . =45°C E
9 — h v amb
auf Up =10 Vist: t; =100°C
Grébe - Outlines 17 at switching from I = 30 mA to Ug = 10V is:
nach - after 0,5 us 'R = 150 pA -
3,5 us IR = 30 pA :
E’.
AAY 41 Up =045V  beilp = 100 mA Ug = 25V M
Ig = 12pA beilUg= 15V Upy= 30V N
Germanium-Planar- IR = 25pA beilUg= 20V Ipy =500 mA
Schaltdiode CT = 28 pf bei Up= 1 \% fV =:gg (r)neN bei'ramb=45°c
Germanium planar beim Umschalten von Ip = 300 mA !
switching diode auf Ug = 10 Vist:
Gréfe - Outlines 17 . at switching from I = 300 mA )
toUg =10V is:

nach - after 3,5 pus Ig =40 A
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Type

Kenndaten
Typical characteristics

Grenzdaten
Maximum ratings

BAY 94

Silizium-Epitaxial-
Planar-Schaltdiode

Silicon epitaxial planar
switching diode

Grofe - Outlines 18

IA IAIA A IA

bei Ip =30 mA
bei Ug =25V

bei Ug = 0, f=1MHz
bei Ip =10 mA, Ig =10 mA, ippoes=1mA
bei Iy =10mA, Ugp =6V, Ry, =100 @

Ugr

Urm

IFM

Py
bei ta

t =

BAY 95

Silizium-Epitaxial-
Planar-Schaltdiode

Silicon epitaxial planar
switching diode

Gréfe « Outlines 18

Ip =50 mA
Ug =5V

Ug= 0, f=1MHz

i 1Ip =10mA, Iy =10 mA, igpecs=1mA
Ip =10mA, Up =6V, R, =100

i e

Kenndaten i
Typical characteristics

Maximum ratings

OA 182

Germanium-
Universal-Kleinfiéchen-Diode

Germanium general purpose
small junction diode

Grofe « Outlines 17

Up =035V bei Ip = 10 mA Ug =80V
Up =055V bei Ip = 100 mA Ugy =100V
= 2,5 pA bei Ugp = 10V lg =15 mA .
= 4pA bei Ug = 50V Ipp =500 mA
Py = 80 mW beit,,=45°C
t. =100°C

J




Dioden-Kombinationen - Diode combinations

= Kenndaten Grenzdateﬁn
. Type Typical characteristics Maximum ratings
fur Einzeldiode fur Einzeldiode
AAY 18 for single diode for single diode
OA154Q . Ip = 6mA beiUp= 1V Ug = S0V
Germanium-Spitzen-Diodens iR = 78A  beiUg= 5V Upy = 55V
Quartett fir Ringmodulatoren lg = 10 pA bei Ug = 10V IO = 20 mA
und Gleichrichter Ig = 30 pA bei Ug = 40V :FM j ](7)3 Té\
*Germanium point contact j
diodes quad circuit for ring-
modulators and rectifiers
Grofbe - Outlines
AAY18 OA154Q
20 16 (4x)
fir Einzeldiode for Einzeldioden
éAY 46 Soit for single diode for single diode
ermanium-Spitzen- B . _ U — @V
Dioden-Quartett fir Up =135V Eef :JF - ]]g '\;A UR v
Ringmodulatoren und IR = 6pA el YR = . | RM ~ 2 mA
Gleichrichter lg = 80wA  bei Ug=60V 0 - am
Germanium point contact Unterschiede der Dioden bei $FM ~ 80 oC
diode quad circuit for Difference between the diodes . case g
ringmodulators and Up = 1 v Alp 59,
rectifier UF =02V A'F <89%
Grofe - Outlines 21 :

AAZ14

Tragerrestddmpfung > 6 Neper bei f =200 kHz

Carrjer suppression Upy= 30V
Germanium- fur Einzeldiode:  for single diode: Py = 40 mW bei tamp=45°C
Spitzen-Dioden-Quartett in lp = 10mA bei Up = 1V toase= 80°C
Ringschaltung fir Modulatoren Ig = 16pA bei Ugp = 10V

Germanium point contact
diodes quad connected as ring 7
circuit for modulators

2
Grofe « Outlines 22
B 70—
_——_——02
OA]82B lo = 3mA  bei 4V, f=250Hz Ug = 65V
Ugp = 83V bei 60V, f =50 Hz Ugy= 70V
Germanium-Kleinfldchendioden- lg =150 mA
Quartett in Graetzschaltung Ipp = 500 mA
fir Brickengleichrichter Py = lgg :‘CW bei tamp = 45°C
t =
Germanium small junction ~ + case
diodes quad connected as ol
bridge rectifier =

Gréfe + Outlines 22

¢4




